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(3) Integriertes Mikroelektronikmodul mit Getter-Volumenelement 
(57) Es wird cin integnertes Mikroelektronikmodul offerv 

bart. Das Mikroelektronikmodul umfafct ein Gehause mit 

einer Basis, Seitenwanden und einem Deckel. Die Basis, 

die Seitenwande und der Deckel weisen Innenflachen auf, 

die einen eingeschlossenen Bereich mit Wasserstoffato- 

men darin definieren. Elektrische Leitungen sind durch 

Offnungen in den Seitenwanden angeordnet. Ein Mikro- 

elektronikchip ist an der Basis angebracht und mit den 

elektrischen Leitungen elektrisch verbunden. Der Chip ist 

fur elektrisch schadliche Wirkungen der Wasserstoffato- 

me anfallig. Ein Wasserstoff-Getter-Volu men element ist 

aus Titan hergestellt, mittels Epoxy an einer der Innenfla- 
chen angebracht und weist eine Aufcenflache auf, die im 

wesentlichen frei von Oxid ist. Die Wasserstoffatome ver- 

bindcn sich chemisch mit dem "Titan, so dafe der cinge- 
. schlossene Bereich im wesentlichen wasserstofffrei wird. 
, Eine Schicht Palladium verhindert, dafc sich an der Au- 
• fcenflache des Getter-Elementes Oxid bildet. 
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Beschrcibung 

Gebici der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betriffl im allgemeinen inte- 5 
grierle Mikroelcktronikmodulc und insbesondcre ein inle- 
griertes Mikroelcktronikmodul mil einem Wassersloff-Get- 
ter-Volumcnelcmcnt. 

Stand der Technik 10 

Integrierte Mikroclektronikmodule werden verwendet, 
um integrierte Schaltkreise mil Mikrowellen- odcr Hybrid- 
elcktronik und verwandte Komponenten aufzunehmen. Dies 
kann Chips fiir integrierte Galliumarsenid- oder Silicium- 15 
schaltkreise, Kondensatorchips, Widerstandschips, Kupfer- 
draht-Toroide (-Ringkerne), Oberflachenschallwellenvor- 
richtungcn, Silicium-Obcrflachcnscnsorcn und dcrglcichcn 
umfassen. Integrierte Mikroclektronikmodule werden 
manchmal als integrierte Mikrowellenanordnungen 20 
("IMA's" - integrated microwave assemblies) bezeichnet. 
Die elektrische Leistung derartiger integrierter Schaltkreise 
und anderer Komponenten des Moduls wird durch Wasser- 
stoff ungunstig beeinfluBt. Daher muB dafiir Sorge getragen 
werden, den Wasserstoffpegel in dem Modul wahrend der 25 
Betriebslebensdauer zu minimieren. Dies umfaBt das Ent- 
fernen von Wasserstoff vor dem dauerhaften Verse hlie Ben 
des Moduls, und vorzugsweise, daB nachfolgend freigesetz- 
ter Wasserstoff aus dem Inneren des Moduls absorbiert wird, 
nachdem das Modul hermetisch verschlossen ist, um so die 30 
eingeschlossenen integrierten Schaltkreise in einer Umge- 
bung mit einem moglichst niedrigen Wasserstoffpegel oder 
einer "wasserstofTreien Umgebung" zu halten. 

Die haufigsten Quellen von Wasserstoff sind die galvani- 
sierten MetalLschichten des Modulgehauses und in bestimm- 35 
ten Fallen das Gehause selbst. In diesen Fallen setzt sich 
Wasserstoff durch Galvanisieren und aus dem Gehause in 
das Modul frei, wenn das Modul, beispielsweise wahrend 
des Tests bei erhohter Temperatur oder des thermischen Zy- 
klus, erwarmt wird. Das zu meist gebrauchliche Verfahren 40 
zum Entfernen des Wasserstoffs besteht darin, den eingela- 
gerten Wasserstoff in die Atmosphare abzuleiten, indem das 
Modul und seine Komponenten vor dem dauerhaften Ver- 
schlieBen des Moduls fur eine langere Zeitdauer ausgeheizt 
werden. Aufgrund eines Fehlens einer ProzeBsteuerung re- 45 
sultiert dieses Verfahren manchmal in einem hoheren Was- 
serstoffpegel. 

Hinsichtlich des Galvanisierens nutzen herkonuiiliche 
Module ein metallisches Gehausematerial, beispielsweise 
ein A40- Material, das dazu neigt, hohe Wasserstoffpegel 50 
einzulagern. Das A40-Material umfaBt eine Mischung aus 
40% Silicium und 60% Aluminium. Das A40-Material 
weist inharent viele Gase auf, die in diesem resident sind. 
Derartige Gase umfassen Wasserstoffgas, das von diesem 
kontinuierlich in den hermetisch verschlossenen Innenraum 55 
emittiert wird. 

Um derzeit Wasserstoff aus dem hermetisch verschlosse- 
nen Innenraum zu entfernen, werden mehrere diinne Schich- 
ten aus Titan auf die Unterseite des Deckels abgeschieden, 
bevor er verschweiBt wird, um den Gehauseinnenraum ein- 60 
zuschlieBen. Wie gut bekannt ist, wirkt Titan als Getter (Ma- 
terial zur Bindung von Gasen) fiir die Wasserstoffatome, die 
sich mil dem Titan chemisch verbinden. Tatsachlich absor- 
bien jedes Titanatom maximal zwei Wasserstoffatome. Die 
Gcsamtdickc dicscr Titanschichtcn ist rclativ gcring, i. c. 65 
zwischen einigen hundert und etwa 10000 Angstrom. Somit 
ist das Volumen des Titans, das als Getter verfugbar ist, auf 
den Bereich des Deckels und die Dicke der Titanabschei- 
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dung begrenzt. Dies konnte ein Problem hcrvomifen, wenn 
groBc Mcngen von Wasserstoff von dem Gehause emittiert 
werden. Ferner muB die Reliabilitat des dunncn Filnmiateri- 
als zum Binden von Wasserstoff sorgfallig uberwachl. wer- 
den. da sich die Adhasion des diinnen Films zu dem Deckel 
des integrierten Mikroelektronikmoduls bei einer sehr klei- 
nen Anderung der Bedingungen des Herstellungsprozesses 
verringern kann. AuBerdeni ist die Abscheidung von Titan 
auf einen Deckel ein langsamer, teurer ProzeB. Typischer- 
weise kostet jeder Deckel mehr als einige hundert Dollar. 
Folglich ist die Nachfrage nach integrierten Mikroelektro- 
nikmodulen durch eine Kosten-Nutzen-Abwagung limitiert. 

Im Nuklearbereich werden Titangetter verwendet. um 
Wasserstoff zu absorbieren. Aber derartige Getter sind auf- 
grund der Existenz einer Oxidationsschicht auf der Titan- 
oberflache nur bei Temperaturen hoher als 400°C effektiv. 
Temperaturen dieser GroBenordnung konnen beim Herstel- 
lcn integrierter Mikroclektronikmodule nicht tolcricrt wer- 
den, da sie die Lotverbindung um den Metallring und das 
Glas schmelzen. die die Durchfuhrungsoffnungen in den 
Modulen verschlieBen, sowie Entspannungs- und Durchbie- 
gungsprobleme erzeugen wiirden. 

Was daher benotigt wird, ist ein integriertes Mikroelek- 
tronikmodul, das einen massiven Volumengetter zum Ab- 
sorbieren des Wassersloffes auf weist, der in dem Gehause- 
innenraum ausgebildet ist, und der relativ einfach und nicht 
teuer zu fertigen ist sowie unter Verwendung von Stapelver- 
arbeitungs verfahren erzeugt werden kann. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Die vorherigen und andere Nachteile des Standes der 
Technik werden von der vorliegenden Errindung behandelt 
und iiberwunden, die ein integriertes Mikroelektronikmodul 
bereitstellt, das ein Gehause mit einer Basis, Seitenwanden 
und einem Deckel auf weist, die eine Vielzahl von Inn en Aa- 
chen bilden, wobei die Seitenwande Offnungen durch die- 
selbe aufweisen. Elektrische Leitungen sind durch die Off- 
nungen angeordnet, die mittels eines Metallringes und Glas 
hermetisch verschlossen sind. Ein Mikroelektronikchip ist 
auf der Basis angebracht und mit den elektxischen Leitungen 
elektrisch verbunden. Ein Wasserstoff-Getter-Volumenele- 
ment ist aus Titan hergestellt, das eine auBere Flache auf- 
weist, die im wesentlichen frei von Oxid und an einer der In- 
nenflachen gesichert ist. Eine dunne Schicht aus Palladium 
ist an der AuBenflache gebildet, um zu verhindern, daB diese 
oxidiert. Wasserstoffatome, die von dem Gehause emittiert 
werden, verbinden sich chemisch mil dem Titan, so daB der 
Innenraum des Gehauses im wesentlichen frei von Wasser- 
stoff ist. Dies verbessert die elektrische Leistung und die Le- 
bensdauer des Mikxoelektronikchips. 

Die vorherigen und zusatzliche Merkmale und Vorteile 
dieser Erfindung werden aus der folgenden detaillierten Be- 
schreibung und den Figuren der beigefugten Zeichnungen 
ersichtiich. Bei den Figuren und der schriftlichen Beschrei- 
bung bezeichnen Bezugszeichen die verschiedenen Ele- 
mente der Erfindung, wobei sowohl in den Figuren der 
Zeichnungen als auch in der schriftlichen Beschreibung 
gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente bezeichnen. 

Kurzbeschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 ist eine orthogonale Ansicht eines erfindungsgema- 
Ben integrierten Mikroelektronikmoduls. Der Einfachheit 
halbcr bcim Bctrachtcn des Inncnraums des Moduls ist der 
Deckel nicht dargestelit. 

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linien II-II 
des integrierten Mikroelektronikmoduls von Fig. 1 ein- 
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schlicBlich des Deckels. 

Fig. 3 ist eine Qucrschniusansichl. entlang der Linien IU- 
III des Wasscrstoff-Gettcr-Volumenclcnientes von Fig, 1. 

Detaillierte Beschreibung der bevorzugtcn Ausfiihrungs- 5 
form 

Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, steiit die voriiegende 
Erfindung ein im allgenieinen durch das Bezugszeichen 10 
angegebenes integriertes Mikroelekironikmodul bereit. Das 10 
iniegrierte Mikroelekironikmodul 10 umfaBt ein Gehause 
12, einen Mikroelektronikchip 14 und ein Getter- Volumen- 
clement 16. 

Das Gehause 12 umfaBt eine Basis 20, vier Seitenwande 
22 und einen Deckel 24 (siehe Fig. 2), die aus einem metal- 15 
lischen Material hergestellt sind. Das Gehause 12 hat eine 
Blockform und ist iin speziellen ein Quader. Die Basis 20, 
die Seitenwande 22 und der Deckel 24 bilden cine Viclzahl 
von cbenen Innenflachen, die einen Innenraum des Gehau- 
ses 12 definieren. 20 

Die Basis 20 hat in Aufsichteine Rechleekform. Zum Be- 
festigen des Gehauses 12 in seiner Systemkonfiguration er- 
strecken sich Befestigungsnasen 28 von der Basis 20. Die 
vier Seitenwande 22 sind ebenfalls rechteckig, wobei gegen- 
iiberliegende Seitenwande 22A und 22B zylindrische Off- 25 
nungen 26 durch dieselben aufweisen, um auf diese Weise 
eine elektrische Durchfiihrung zu bilden. Die Basis 20 und 
die Seitenwande 22 sind aus einem A40-Material herge- 
stellt. das eine Mischung aus 40% Silicium und 60% Alumi- 
nium ist. Alternativ konnten die Basis 20 und die Seiten- 30 
wande 22 aus Kovar™-M ate rial hergestellt werden, das 
eine Legierungsmischung geringer Ausdehnung aus Kobalt, 
Stahl und Nickel ist. 

Der Deckel 24 ist ebenfalls ein diinnes, flaches rechtecki- 
ges Bauteil und ist aus einem 4047-Material hergestellt, das 35 
eine von der Firnia Lucas-Milhaupt hergestellte Tauchlotle- 
gierung ist. Der Deckel 24 ist mil LaserschweiBungen 27 um 
seinen AuBenumfang an den Seitenwanden 22 gesichert. 
Die LaserschweiBungen 27 bilden einen hermetischen Me- 
lall-Metall-VerscbluB, der vakuumdicht ist. Wasserstoff in 40 
der auBeren Umgebung kann somit nicht in das Gehause 12 
eindringen. Dieser Effekt ist jedoch ein viel kleineres Pro- 
blem, als die Erzeugung von Wasserstoff in dem Innenraum 
durch das Gehause 12 selbst. Wie erwahnt, ist das metalli- 
sche Gehiiusc 12 stark leitfahig. Vorzugs weise sind alle In- 45 
nen- und AuBenflachen des Metallgehauses 12 galvanisiert, 
um die Leitfahigkeit zu verbessern. Wasserstoffgas liegt in- 
harent in alien Elementen des Metallgehauses 12 vor und 
wird im allgenieinen von den Elementen, wenn das Modul 
wahrend der Herstellung erwarmt wird, oder im Laufe der 50 
Zeit emittieri, wenn der Wasserstoff aus der Metallmischung 
entweicht. Wie gut bekanntist, stellen galvanisierte Oberfla- 
chen eine andere starke Wasserstoffquelle dar, die die Was- 
serstoffatome in dem Innenraum des Gehauses 12 vermeh- 
ren. 55 

Der Mikroelektronikchip 14 umfaBt elektronische Schalt- 
kreise, leitfahige Eingangsanschliisse und leitfahige Aus- 
gangsanschlusse zum Empfangen von Leistung und Ein- 
gangssignalen sowie zum Erzeugen von Ausgangssignalen 
zu den externen Schaltkreisen (nicht gczeigt). Er ist auf der O) 
Basis 20 mil einem EpoxyklebstofT 34 verklebt, der vor- 
zugsweise Silber enthait. Vorzugsweise ist der Ghip 14 ein 
Gallium- Arsenid-Chip, der zwischen 10 mils 2 und 
500 mils 2 groB sein kann, auch wenn Chips fur iniegrierte 
Hybrid- odcr andcrc MikrowcUcnschaltkrcisc verwendet 65 
werden konnen. Alternativ konnte der Chip ein Siliciumchip 
sein. der einen Bereich gleich oder groBcr als 1 Quadratinch 
hat. Es sollte erkannt werden, daB, obwohl nur ein Chip ge- 



zeigt ist, die Basis mil viclen Chips fur integricrtc Schalt- 
kreise sowie Chipkondensatoren, Chipwiderstande, Kupfer- 
draht-Toroide. Oberflachenschallwellenvorrichlungen und 
Drucksensoren bestiickl sein kann. Drahie36, vorzugsweise 
aus Gold hergestellt, erstrecken sich von leitfahigen Ein- 
gangs- und Ausgangsanschliissen auf dem Mikroelekt ronik- 
chip 14. Elektrische Durchfuhrungsleitungen 38 sind durch 
die Offnungen 26 in den Seitenwanden 22 angeordnet und 
dienen zum Leiien von elektrischer Leistung und Eingangs- 
und Ausgangssignalen zu und von dem Mikroelektronikchip 
14. Die elektrischen Leitungen 38 sind mit den Drahten 36 
verbunden und im allgenieinen aus Kovar™-Material her- 
gestellt. Ein zylindrischer Metallring 40, vorzugsweise aus 
Kovar™-Material hergestellt, ist in einer PreBverbindung 
durch jede der Offnungen 26 eingepaBt und mit einem Lot, 
das 80% Gold und 20% Zinn aufweist, mit der zylindrischen 
Wand der Offnung 26 verbunden. Das Lot hat eine Schmelz- 
tcmpcratur von 278°C. Ein Glas 44 halt die Leitungen oder 
Mittelstifte 38 der Durchfiihrungen in Position, und kapselt 
und versiegelt die Leitung 30 relativ zu dem Metallring 40. 
Das Glas 44, das ein Corning™-Typ 7052 oder ein Cor- 
ning™ -Typ 7070 sein kann, ist sowohl fur Wasserstoff- als 
auch Heliumgase undurchlassig. Corning™- Typ 7052 ist. 
ein Borsilikatglas, das einen thennischen Ausdehnungsko- 
effizienten aufweist, der an den des Kovar™ angepaBt ist, so 
daB sich alle Elemente ohne eine Leek age wiederholend 
ausdehnen oder kontrahieren konnen, wenn sich die Tempe- 
ratur des Moduls andert, und dient als Verse hluB des Innen- 
raums des Gehauses. Glas vom Corning™-Typ 7070 hat ei- 
nen thermischen AusdehnungskoefYizienten, der an Wol- 
fram angepaBt ist, bildet aber einen akzeptablen VerschluB, 
der gewissermalten an Kovar™ angepaBt ist, und weist eine 
niedrige dielektrische Konstante und einen geringeren Ver- 
lustfaktor bei hoheren Frequenzen auf. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 3 hat das Getter- Volumenele- 
ment 16 in Auf sich t eine im allgenieinen rechteckige Form 
und umfaBt einen Titanchip 50. Der Titanchip 50 ist im all- 
genieinen etwa 50 mils 2 groB und 25 mils dick, und ist mit- 
tels einer Gattersage aus einem Titanschichtblock gesagt, 
wie z. B. der, der von Alpha Metals verkauft wird, der 
4 Inch lang und breit ist. Vorteilh after weise stellt der relativ 
dicke Titanblock mehr Atomstellen bereit, als mit den dun- 
nen Filmen abgeschiedenen Titans der bekannten Getter er- 
reicht werden konnen, die auf eine Dicke in der GroBenord- 
nung von 3000 bis 10000 Angstrom limitiert sind. Alterna- 
tiv konnte der Getter- Volumenchip 50 zwischen 10 und 
100 mils (i. e. 2.540.000 bis 25.400.000 Angstrom) dick und 
aus einer Titanlegierung hergestellt sein. Somit stellt diese 
Erfindung einen Titankdrper mit einer groBen Kapazitat zum 
Binden von Wasserstoff bereit. Eine dunne Schicht aus Pal- 
ladium 52 ist auf dem Titanchip 50 ausgebildet. Die Palladi- 
umschicht 52 hat eine Dicke zwischen 300 und 3000 Angst- 
rom. Die Palladiumschicht dient als Sperrmaterial, das Was- 
serstoff durchlassen kann, aber den Durchgang anderer Gase 
verhindert. Somit verhindert si e ein zuktinftiges Oxid- oder 
Nitridwachstum auf dem darunterliegenden Titan volumen- 
chip 50. Alternativ kann eine metallise he Schicht oder eine 
nietallische Schicht mil mehreren Elementen, die Palladium 
als Hauptbeslandteil aufweisen, als Schutzschicht verwen- 
det werden, vorausgesetzt, daB sie keine intermetallische 
Lcgierung bildet. Das Getter- Volumenelement 16 ist mit ei- 
nem EpoxyklebstofT 58 einer der Innenflachen gesichert. 
Der EpoxyklebstofT 58 ist fiir Wasserstoff durchlassig und 
aus einem leitfahigen Material hergestellt. Er ist ionisch 
rein, so daB er kcin Chlor, Fluor, Brom odcr Iod cnthalt. An- 
sonsten konnten Spuren von Verunreinigungen Elektrolyte 
in dem Gehause erzeugen. Der EpoxyklebstofT 58, bei- 
spielsweise die von Ablesuck als 84-1 oder 965 1L verkauf- 
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ten, isi ctwa 2 mils dick, nachdcm er ausgehartet isi. Alter- 
nativ konnte das Epoxy cines von Epotcch herges tellies oder 
ein Filmepoxy in Form eines Klcbstrcifens sein, und eine 
Dicke zwischen 1 mils und 5 mils aufweisen. Der Epoxy- 
klebslolT 58 bindet ab, wenn er auf eine Temperatur von 5 
etwa zwischen 150°C und 165°C erwarmt wird. 

Bei der bcvorzuglen Ausfuhrungsform isi das Getter- Vo- 
lumcnelement 16 an dem Deckel 24 gesichert (siehe Fig. 2), 
audi wenn es, wie bei 16B bzw. 16C in Fig. 2 dargestellt, an 
der Seitenwand 22 oder der Basis 20 positioniert und gesi- 10 
chert sein konnte. 

Urn das Getter- Volumenelement 16 herzustellen, wird 
erst die AuBenflache der Titan schicht umfassend mil Lo- 
sungsmitleln gereinigt. Dann wird eine Oberflache mit ei- 
ncni Ionenstrahl fur einige Minuten in einer Vakuumkam- 15 
mer gcaizt Als nachstes wird die diinne Schicht Palladium 
in der gleichen Kammer, in der das Ionenstrahlatzen durch- 
gefiihri wurdc. auf die rcinc Titanobcrflachc aufgcdampft 
oder aufgespriiht. Somil isi nur ein Evakuiervorgang erfor- 
derlich. Es sollte beachtet werden. daB sich Titanoxid oder - 20 
nitric! ohnc weiteres auGerhalb der Vakuumkammer bildet, 
wobei durch eine Mininiierung der Evakuiervorgange die 
Bildung von Oxiden oder Nitriden minimiert wird. 

tJni das integrierte Mikroelektronikmodul 10 zusammen- 
/.ubauen, wird der Innenraum des Gehauses 12 mil dem Mi- 25 
kroclekironikchip 14, dem Getter- Volumenelement 16 und 
anderen clcktronischen hybriden Elementen bestiickt. Vor- 
teilhal'terweise kann erfindungsgemaB jedes Getter- Volu- 
me nelenieni 16, fails gewiinscht, ohne schadliche Effekte 
hergestellt und gelagert werden, bevor es in dem Gehause 30 
angeordnet wird. Dann werden die Golddrahte 36 mit den 
clektrischcn Leitungen 38 verbunden, und es wird ein dem 
VcrsehficBen vorgelagerter Reinigungsvorgang durchge- 
luhrt. Nach dem dem VerschlieBen vorgelagerten Schritt 
wird der Gehauseinnenrauin unter Vakuum ausgeheizt, urn 35 
Feuchtigkeii oder organische Spuren zu entfernen. Im allge- 
mcinen dauen das Ausheizen unter Vakuum etwa 16 S tun- 
den bei einer Temperatur von 150°C, die geringer als die 
Schmel/temperatur der Lotverbindung des Rings (i. e. 
278°C) und des Glases 44 isi. Danach wird die Anordnung 40 
in eine verse hlossene Kammer gebracht, wo ein inertes Gas 
aus Argon mit einer Spur von Helium eingebracht und der 
Deckel 24 mit den Seitenwanden 22 laserverschweiBt wird. 
Dies verschlieBt. das Helium- Argon-Gas in dem Innenraum 
des Gehauses und ermoglicht es, eine Leek age in dem her- 45 
mciischen Verse hluB zu entdecken. 

Patentanspriiche 

1 . Ein integriertes Mikroelektronikmodul (10), mit: 50 

- cinem Gehause (12) mit einer Basis (20), Sei- 
tenwanden (22) und einem Deckel (24), die eine 
Viclzahl von Innenflachen bilden, wobei die Sei- 
tenwande (22) Offnungen (26) durch dieselben 
aulweisen, 55 

- elektrischen Leitungen (38), die durch die Off- 
nungen (26) angeordnet sind, 

- einem Mikroelektronikchip (14), der auf der 
Basis (20) angebracht und mit den elektrischen 
Leitungen (38) elektrisch verbunden ist. 60 

- einem Wasserstoff-Getter-Element (16), das 
aus Titan hergestellt ist und eine AuBenflache auf- 
wcist, die im wesentlichen frei von Oxid ist, und 

- Einrichtungen (58) zum Sichern des Wasser- 
stoff-Gcttcr-Elcmcntcs (16) an einer der Inncnfla- 65 
chen. 

2. Das Mikroeleklronikmodul (10) gemaB Anspruch 1 . 
mit: 
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- einer Schicht (52) Palladium, die an der AuBen- 
flache gebiidct ist. 

3. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, mit: 

- mit einer an der AuBenflache gebildeten 
Schicht, die Palladium als ihren Hauptbestandteil 
aufweist. 

4. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, bei dem: 

- die Einrichtung (58) zum Sichern Epoxy um- 
fafit. 

5. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, bei dem: 

- das Wasserstoft-Getter-Element (16) im allge- 
meinen eine Blockform aufweist. 

6. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, bei dem: 
- das Wasscrstoff-Gcttcr-Elcmcnt (16) an der Basis 
(20) gesichert ist. 

7. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruche 1 bis 5, bei dem: 

- das Wasserstoff-Getter-Element (16) an den 
Seitenwanden (22) gesichert ist. 

8. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruche 1 bis 5, bei dem: 

- das Wasserstoff-Getter-Element (16) an dem 
Deckel (24) gesichert ist. 

9. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, mit: 

- Einrichtungen (27) zum Befestigen des Deckels 
(24) an den Seitenwanden (22). 

10. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB Anspruch 
9, bei dem: 

die Einrichtungen (27) zum Befestigen 
SchweiBnahte umfassen. 

11. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, mit: 

- Einrichtungen (40 ? 44) zum VerschlieBen der 
Offnungen (26). 

12. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
vorhergehenden Anspruche, bei dem: 

- der Mikroelektronikchip (14) aus G allium- Ar- 
senid hergestellt ist. 

13. Ein integriertes Mikroelektronikmodul (10), mit: 

- einem Gehause (12) mit einer Basis (20), Sei- 
tenwanden (22) und einem Deckel (24), wobei die 
Basis (20), die Seitenvvande (22) und der Deckel 
(24) Innenflachen aufweisen, die einen einge- 
schlossenen Bereich mit Wasserstoffatomen darin 
definieren, wobei die Seitenwande (22) Offnun- 
gen (26) durch dieselben aufweisen, 

- elektrischen Leitungen (38), die durch die Off- 
nungen (26) angeordnet sind ? 

- einem Mikroelektronikchip (14), der an der Ba- 
sis (20) befestigt und mit den elektrischen Leitun- 
gen (38) elektrisch verbunden ist, wobei der Chip 
(14) fur elektrisch schadliche Wirkungen der Was- 
serstoffatome anfallig ist, 

- einem Wasserstoff-Getter-Element (16), das 
aus Titan hergestellt ist und eine AuBenflache auf- 
weist, die im wesentlichen frei von Oxid ist, wo- 
bei die Wasserstoffatome sich mit dem Titan che- 
misch so verbinden, daB der eingeschlossene Be- 
reich im wesentlichen wasserstoffrei wird, 

- einer Schicht aus mctallischcm Material (52), 
um zu verhindern, daB sich Oxid an der AuBenfla- 
che des Wasserstoff-Getter-Elementes (16) bildet, 
und 
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- Einrichtungcn (58) zum Sichern des Wasser- 
stoff-Gctlcr-EIcmentes (16) an einer der Innenfla- 
chen. 

14. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB Anspruch 
13, bei dem: 

- das Wasserstoff-Getier-Elemeni (16) ini we- 
scntlichen einc Biockforni aufweisL. 

15. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB Anspruch 
13 Oder 14, mit: 

- Einrichiungen (27) zum Befestigen des Deckels 
(24) an den Seiienwanden (22). 

16. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB Anspruch 
15, bei dem: 

- die Einrichiungen (27) zum Befestigen 
SchweiBnahte umfassen. 

17. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruche 13 bis 16, mit: 

- Einrichtungcn (40, 44) zum VcrschlicBcn der 
Offnungen (26). 

18. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Ansprtiche 13 bis 17, bei dem: 

- die Einrichiungen (40, 44) zum VerschlieBen 
einen aus einem metallischen Material hergestell- 
ten Ring (40) und ein Glas (44) umfassen, die ei- 
nen Glas-Metall-VerschiuB bilden. 

19. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruche 13 bis 18, bei dem: 

- der Mikroelektronikchip (14) aus Gallium-Arsenid 
hergestellt ist. 

20. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruche 13 bis 19, bei dem: 

- die S chichi (52) aus metallise hem Material Pal- 
ladium ist. 

21. Das Mikroelektronikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruche 13 bis 19, bei dem: 

- die Schicht (52) aus metallischem Material Pal- 
ladium als seinen Hauptbestandteil aufweist. 
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